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The main objective of this communication is the investigation of the influence of thermal treatment in H2 on the 

parameters of In/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn solar cells obtained by ITO layers pyrolithic pulverization. The ITO/pInP 
heterostructures obtaining take place at the temperature of 450ºC. The photoelectric parameters of the solar cell received 
on InP wafers with concentration p = 3·1017cm-3 after the thermal treatment are Voc=0.626 V, Isc = 22.72 mA/cm2, FF = 71%, 
Eff = 10.09%. As a result of these investigations it was shown that the thermal treatment of In/nITO/pInP/Ag:Zn SC in 
H2 at 350oC during 10 min. leads to considerable improvement of their photoelectric parameters. 

 
 
Parametrii celulelor solare (CS) confecţionate în baza fosfurii de indiu sunt stabili în condiţii de radiaţie 

ionizantă, de aceea pot fi utilizate la conversia energiei solare în energie electrică în condiţiile spaţiului 
cosmic. Convertoarele fotoelectrice ale energiei solare confecţionate în baza structurilor semiconductor-
izolator-semiconductor (SIS) sunt perspective datorită tehnologiei simple şi sinecostului scăzut al acesteia [1]. 
Astfel de structuri se obţin prin depunerea straturilor semiconductoare transparente conductibile (TCO) pe 
diverse substraturi semiconductoare. A fost demonstrată posibilitatea confecţionării structurilor fotovoltaice 
prin metoda simplă de pulverizare pirolitică a straturilor ITO [2-6], inclusiv pe substraturi cristaline pInP [4]. 

Scopul prezentei lucrări este cercetarea influenţei tratării termice în atmosferă de hidrogen asupra para-
metrilor fotovoltaici ai CS Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn obţinuţi prin metoda pulverizării pirolitice a straturilor 
ITO, a căror structură este prezentată în Figura1. Această metodă de obţinere a CS exclude folosirea tempe-
raturilor înalte la formarea p-n joncţiunii. Procesul de obţinere a heterostructurii nITO/pInP are loc la tempe-
ratura de ~ 450oC [1]. 

 
Fig.1. Celula solară Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn. 

 
Pentru obţinerea acestor structuri au fost utilizate plachete monocristaline pInP cu orientare cristalogra-

fică (111)A cu parametrii: concentraţia purtătorilor de sarcină p = 3·1016 сm-3 şi p = 3·1017 сm-3, mobilităţile  
μ = 115 сm2/(V⋅s) şi μ = 100 сm2/(V⋅s), corespunzător. Contactele ohmice către plachetele de pInP au fost 
depuse prin evaporarea termică în vid a aliajului compus din 95% Ag şi 5% Zn pe suprafeţele din spate ale 
fosfurii de indiu preventiv şlefuite mecanic. Grila frontală de contact a fost depusă prin evaporarea termică în 
vid a cuprului. Ulterior, structurile au fost tratate termic în atmosferă de hidrogen la temperatura de 350°C 
timp de 10 min. Au fost cercetate caracteristicile voltamperice ale structurilor Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn 
până şi după tratarea lor termică în hidrogen şi, de asemenea, fotosensibilitatea spectrală în regim de circuit 
deschis. Măsurătorile au fost efectuate la puterea radiaţiei incidente de 100 mW/cm2. 

S-a demonstrat că dacă până la tratarea termică în H2 CS obţinută pe placheta de InP cu p = 3·1016 сm-3 şi 
μ = 115 сm2/(V⋅s) avea următorii parametri: Ucd = 0,651V, Jsc = 18,12 mA/cm2, FF = 58% şi Eff = 6,84% 
(Fig.1, curba 1), atunci după tratarea termică: Vcd = 0,658 V, Jsc = 20,13 mA/cm2, FF = 58% şi Eff = 7,68% 

 283



Seria “{tiin\e ale naturii”, 2007 
Volumul 1 Fizic=             ISSN 1811-2617 
 
(Fig.2, curba 2). CS obţinută pe placheta de InP cu concentraţia purtătorilor de sarcină p = 3·1017 сm-3 şi mobi-
litatea μ = 100 сm2/(V⋅s) avea următorii parametri: Ucd = 0,626 V, Jsc = 22,72 mA/cm2, FF = 71% şi Eff = 10,09%, 
ceea ce depăşeşte considerabil rezultatele menţionate în [7] pentru CS analogică. Caracteristica I-V a acestei 
structuri este prezentată în Figura 2 (curba 3). 
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Fig.2. Caracteristica de sarcină a CS Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn: 
1 – până la tratarea termică în H2; 2 – după tratarea termică în H2;  

3 – cu cei mai înalţi parametri după tratarea termică în H2. 
 

Din dependenţa spectrală a fotosensibilităţii structurilor date se observă că regiunea fotosensibilităţii spect-
rale cuprinde diapazonul lungimilor de undă 470...950 nm. Fotosensibilitatea maximă se observă la lungimea 
de undă ∼870 nm, ceea ce demonstrează că aportul principal în fotosensibilitatea structurii cercetate îl aduce 
fosfura de indiu. Tratarea termică a structurii în hidrogen conduce la micşorarea nedorită a aportului în foto-
sensibilitate în regiunea lungimilor de undă scurte (∼497nm) (Fig.3). Din literatură este cunoscut că la tem-
peraturile 350...400°C hidrogenul se comportă ca dezoxidant. Noi presupunem că, datorită acestui tratament, 
oxizii care se creează pe suprafaţa din spate a plachetei pInP se dezoxidează. Aceasta conduce la dispariţia 
barierei la interfaţa pInP/Ag:Zn şi determină faptul că contactul din spate devine ohmic, din care cauză are 
loc creşterea parametrilor fotoelectrici ai celulei solare studiate. 
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Fig.3. Dependenţa spectrală a fotosensibilităţii structurilor Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn: 

1 – până la tratarea termică în H2; 2 – după tratarea termică în H2. 

Astfel, prin metoda pulverizării pirolitice a straturilor ITO au fost confecţionate structurile fotovoltaice 
Сu/nITO/P2O5/pInP/Ag:Zn. S-a demonstrat că tratarea termică a acestor structuri în atmosferă de hidrogen la 
temperatura de 350°C cu durata de 10 min. conduce la creşterea considerabilă a parametrilor fotoelectrici. 
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